/Y THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BDY 57-BDY 58

NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES

[

LF large signal power amplification w j
Amplification BF grands signaux de puissance Vv 80V BDY 57
CEO 125V BDY 58
High current fast switching Ic 25 A
Commutation rapide fort courant
P Ptot 175 W
Rthj-c) 10C/W max
h21g (10 A) 20-60
fr 7 MHz min
Dissipation and 1g/B derating \_ )
Variation de dissipation et de |S/g
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( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDY 57 BDY 58
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Veso 120 160 v
Collebtor-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 80 125 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base Veso 10 10 v
Collector current
Courant collecteur Ic 25 25 A
Base current
Courant base ' 6 6 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tcase 25 °C Ptot 175 175 w
Storage and junction temperature max tj 200 200
Température de jonction et de stockage Tstg — 65 +200 — 65 +200 °c J
Junction-case thermal resistance
Résistance thermique jonction-boitier ax Rthij-c) 1 1 oc/w
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 Décembre 1979 1/7
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788:50-01 Telex : 610560 \ ™ N-CSF
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BDY 57, 3DY 58

STATIC CHARACTERISTICS T 25 0C ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )
Test conditions min |t
Conditions de mesure N typ | max
Collector-base cut-off current Ve = 120V
Courant résiduel collecteur-base Il =0 lcBo 05 1 mA
Coliector-emitter cut-off current \F:CEf ?g ;/2 | 10 A
Courant résiduel collecteurémetteur |. BE= CER m
Tcase= 100 °C
Emitter-base cut-off current VEg= 10V
Courant résiduel émetteur-base Iic =20 'EBO 0.5 mA
ooy o = tooma |y oover s v
quag B =0 CEOsus | ppy 58 125
teur
Collector-base breakdown voltage Ic = 5mA Vv » |BDY 57 120 v
Tension de claquage collecteur-base |I|g = 0 (BRICBO  |ppy 58 160
Emitter-base breakdown voltage Ig = 5mA .
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 V(BR)EBO 10 v
Vce= 4V
iIc = 10A 20 60
Static forward current transfer ratio [Vg = 4V ho1e™ 15
Valeur statique du rapport de trans- |Ic = 20 A 21E
fert direct du courant VCE= 4V
Ic = 10A 10
Tcase= —300C
Collector-emitter saturation voltage |[lc = 10A *
Tension de saturation collecteur-émet-llg = 1A VCEsat 05114 v
teur
Base-emitter saturation voltage lc = 10A *
Tension de saturation base-émetteur (lIg = 1A VBEsat 1412 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) * Pulsed
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux ) Impulsions  tp = 300 us 5 < 2%
- VCe= 15V
Fraquence ds yansiion c = 1A T 7 MHz
9 f = 10MHz
Turn-on time Ilc = 15A
Temps total d'établissement IB = 15A dtt » 025 1 ps
Turn-off time Ic = 15A
Temps total de coupure Ig1 = 15A tg + tf 1 2 Ms
B2 = —15A
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BDY 57 - BDY 58

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS ( and oscillograms )
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION { et oscillogrammes )

f————— tp —_— VCC= BV
104 uF
L}
'B1 t
IB —
i 5Q ’
B2
Y
Ig2 ®
{ -3 96 Oscilloscope Tektronix7603
| 4 or equivalent
., Oscilloscope Tektronix 7603
? 90%4+$—- - —_— ou equivalent
: |
I i : B1
‘ 10% - - t
A\
4 Y 's l L
™ e
ton | toff
Rc - Rg : non inductive resistances Ig1 and 1g9 mesured with Tektronix probe P 6021 and
! Pulse width = 10 us Amplifier type 134
Form factor <1% /gy et Igo sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et
Rise and pulse time < 50 ns Amplificateur type 134

Rc - Rg : résistances non inductives

th - Largeur d’impulsion =10 us
Facteur de forme <71 %
Temps de montée et descente < 50 ns
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BDY 57 - BDY 58

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE
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BDY 57, BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur ' collecteur-émetteur
Ic 'c .
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR- STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
EMITTER VOLTAGE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Courant collecteur en fonction de la tension Valeur statique du rapport de transfert direct du
collecteur-émetteur courant en fonction du courant collecteur
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BDY 57 - BDY 58

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES
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COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT

Tension de saturation collecteur-émetteur en
fonction du courant collecteur
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
base-émetteur
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
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COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS

BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value)

BDY 57 - BDY 58

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR

Tension collecteur-émetteur en fonction de la CURRENT
résistance base-émetteur (valeur minimum) Temps de commutation en fonction du
courant collecteur
V E T T t(MS) T T
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la résistance thermique en
régime d’impulsions
K
I L
[ y
6}46=05 /
a S /
5 =4 L/ /(
o
219 %
L+ VI
o
&
-1
10 /°«°°
8 —-‘0/ 5 =i -
6 4 T ~
Z., =KR
a -]th th n
2 - ' i
-lT
102 TR U T
2 5 2 5 2 5 2 5 2 .
10%° 104 103 102 1o telsed

339

7/7



